

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 89226029 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：19	、訪客IP：3.84.202.224


  	姓名	
      	  江博仁(Bo-Ren Jiang)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	光電科學與工程學系
	論文名稱	
      	  矽離子佈植於p型氮化鎵之特性研究
(Investigation of Si-implanted p-type GaN)
      	   
	相關論文		★ 富含矽奈米結構之氧化矽薄膜之成長與其特性研究	★ P型氮化鎵歐姆接觸製作研究
	★ 應用聚對位苯基乙烯高分子材料製作有機發光二極體	★ 氮離子佈植於氮化鎵之特性研究
	★ 磷化銦鋁鎵/砷化鎵/砷化銦鎵對稱型平面摻雜場效電晶體研究	★ 1550 nm 直調式光纖有線電視長距離傳輸系統
	★ 以保角映射法為基礎之等效波導理論：理想光波導之設計與分析	★ 銦鋅氧化膜基本特性及其與氮化鎵接觸應用之研究
	★ 氮化鎵藍色發光二極體透明電極之製作與研究	★ 透明導電膜與氮化鎵接觸特性研究
	★ 連續時間電流式濾波與振盪電路設計與合成	★ 氮化鋁鎵/氮化鎵異質接面金屬-半導體-金屬光檢測器之研究
	★ 陣列波導光柵波長多工器設計與分析	★ 室溫沈積高穩定性之氮化矽薄膜及其光激發光譜研究
	★ 雙向混合DWDM系統架構在80-km LEAF上傳送CATV和OC-48信號	★ N型氮化鎵MOS元件之製作與研究



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	本文的實驗是研究矽離子佈值於鎂摻雜p 型氮化鎵的特性研


究，以40keV 、70keV 、150keV 等不同能量及5×10 16 ，5×10 17 ，5×10 18 ，


1×10 20 cm -3 等不同佈植濃度，佈植在濃度為3.4 ×10 17 cm -3 之鎂摻雜p


型氮化鎵上，藉以了解矽離子佈植後的氮化鎵試片特性。


在光特性方面，利用拉曼 (Raman) 量測顯示，佈植造成的缺陷


在熱處理過程中會有相互聚集的現象，然後才是缺陷的消除；利用光


激發螢光光譜(photoluminescence)的量測顯示，矽離子佈植會將原本p


型氮化鎵的藍光發光機制(2.8eV)減弱，而產生黃光放射的發光機制。


在電性方面，由霍爾量測顯示，佈植入的矽離子濃度一旦大於p


型氮化鎵的電洞濃度，便可將試片轉變為n 型的氮化鎵，而且由於佈


植所留下來的傷害影響，電子遷移率會有大幅降低的現象；然後再以


蕭特基二極體做深層能階暫態(deep-level transient spectroscopy)量


測，顯示材料中之原生缺陷(native defect)的變化，所以在高濃度佈植


後轉變為n 型氮化鎵，鎵空缺(gallium vacancy)的缺陷能階因為形成


能降低而增加，說明了材料中補償效用的影響機制。
	摘要(英)	p-type GaN can be converted to n-type by


Si + ion implantation. We used AFM, XRD, PL, Raman


scattering, Hall, and DLTS measurement to investigate the mechanism of this conversion.
	關鍵字(中)	
      	  ★ 氮化鎵
★ 離子佈植	關鍵字(英)	
      	  ★ implantation
★ GaN
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